Photodetectors

Typ.
Peak Max. | Diocde Transistor Max. Ratings Lig:zpézzient Darlvgiziint Case Lead
Type Construction Spectral Power | Rev. v v v Butline | Info. Man.
Response Diss. | Valts cBo CED €80 A at v nA at v
(nm) md) | W) W) W) a CE CE
LS616 51 " - 50 - - - - SmA 5 25 30 - 127 TI
L5617 51 " - 50 - - - - 6mA 5 25 30 - 127 T
LS618 5i " - 50 - - - - 7mA 5 25 30 - 127 T1
L5613 5i " - 50 - - - - 8mA 5 25 30 - 127 TI
MAL 100 5i " - 200 - 50 30 - 200 5 100 5 - 05 u
MEL31 51 " - 200 - 40 30 - 10 5 50 9 T0-106 05 u
MEL32 51 " - 200 - 60 40 - 30 5 50 5 T0-106 05 u
MEL 100 51 " - 200 - 50 30 - 200 5 100 5 T0-106 05 u
MEPT100 51 " - 200 - 50 30 - &0 5 100 5 TO-106 05 u
MEPTIODA 51 " - 200 - 50 30 - ) 5 100 5 TO-106 05 u
MEPT1008 5% " - 200 - 50 30 - 1.3mA 5 100 5 TO-106 133 u
MRD 160 51 " 800 - - 40 40 - 1.5mA - 160 20 - - Mo
MRD300 5i " 800 - - 50 5Q - 7.5mA - 25 20 - - Mo
MRD310 5i " 800 - - 50 50 - 2.5mA - 25 20 - - Mo
MRD4L50 Si " 800 - - 40 40 - LmA - 100 20 - - Mo
MRDS500 51 " 800 - 100 - - - 9 - 2 20 - - ‘Mo
MRDS510 51 " 800 - 100 - - - 2 - 2 20 - - Mo
MRDE01 51 " 8ao - - 50 50 - 1.5mA - 25 30 - - Mo
MRD&E02 51 " 800 - - 50 50 - 3.5mA - 25 30 - - Mo
MRDED3 54 " 800 - - 50 50 - 6mA - 25 30 - - MO
MRDEOL 51 " 800 - - 50 50 - 8.5mA - 25 30 - - Mo
MRD3050 Si " 800 - - 30 30 - 200 - 100 20 - - Mo
MRD3051 51 " 800 - - 30 30 - 200 - 100 20 - - Mo
MRD3054 Si " 800 - - 30 30 - 1.8mA - 100 20 - - Mo
MRD3055 51 " 800 - - 30 30 - 2.5mA - 100 20 - - Mo
MRD3056 51 " 800 - - 30 30 - 1.2mA - 100 20 - - Mo
TIL63 51 " - 50 - - - - L0o 5 25 30 - - TI
TIL6Y 51 " - 50 - - - - 400 5 25 30 - - TI
TILES 51 " - 50 - - - - ImA 5 25 30 - - TI
TIL66 51, " - 50 - - - - 2.5mA 5 25 30 - - TI
TIL6? 51 " - 50 - - - - 6mA 5 25 30 - - TI
TIL78 Si i - 50 - - - - 1mA 5 25 30 - - TI
TILB1 51 " - 250 - - - - SmA 5 100 10 - - TI
TILSY 51 " - 250 - - - - 1mA 5 100 10 - - TI
TILLDA 51 " - 50 - - - - 500 50 25 30 - - TI
TILLO2 51 " - 50 - - - - 2mA 5 25 30 - - TI
TILLO3 51 i - 50 - - - - 5mA 5 25 30 - - TI
TIL4OW 51 " - 50 - - - - 8mA 5 25 30 - - T1
TILLDS Si " - 50 - - - - 10mA 5 25 30 - - TI
ZM100 51 NPN " 780 300 - 35 35 10 - - uh 10 TO0-18 s} Fe
ZM110 S5i NPN Transistor 780 300 - 35 35 S - - 25 10 T0-18 05 Fe
2N5777 S1i NPN " 800 200 - 25 25 8 500 5 100 12 - 09 GE
2N5778 Si NPN B 800 200 - 40 Lo 12 500 5 100 12 - o9 GE
2N5779 S1 NPN " 800 200 - 25 25 8 2mA 5 100 12 - 09 GE
2N5780 Si NPN " 800 200 - 4o 4o 12 2mA 5 100 12 - 09 GE
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Caracteristicas: [
VCEmax). - voovremrmniniirnennnnn . S0V == COLETOR
Ptot o, 00 mW ERaR

Cerrente no escure (max)... 100 nA
Corrente no claro {tip)...........1 pA
VEEBAT) o vvveereieninennenn. 0,4 V()
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